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《中国材料工程大典（第11卷）》

内容概要

《中国材料工程大典(第11卷):信息功能材料工程(上)》是由化学工业出版社出版发行的，《中国材料
工程大典(第11卷):信息功能材料工程(上)》主要内容包括半导体硅材料、集成电路制造技术、硅基异
质结构材料和器件、化合物半导体材料、宽带隙半导体及其应用。
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作者简介

王占国，院士，中国科学院院士，中国科学院半导体所研究员。
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